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1．はじめに  

イメージセンサーの電気特性（例えば白傷特性、暗電流特性）は、各種プロセス工程において生じる金属

汚染の悪影響を受ける。このため金属汚染に耐性のあるゲッタリング能力が付与された Si ウェーハとしてモ

ノマーイオン注入によりデバイス層直下にゲッタリングシンクを形成した近接ゲッタリング技術が検討されてい

る。1-3)我々は、イオン注入によるゲッタリング能力の更なる強化を意図して高ドーズ量注入かつ多元素で同

時注入が可能な炭素クラスターイオン照射を用いたゲッタリングシンクの形成について着目し、照射飛程レ

ンジを急峻かつデバイス層の最直下に形成できることを見出した。 

さらに強制金属汚染によるゲッタリング能力試験を実施したところ低温化された熱処理工程においてもゲ

ッタリング能力を保持可能な結果が得られたことから炭素クラスターイオン照射を用いた新規の近接ゲッタ

リング技術について検討した結果を報告する。 

2．実験方法 

ゲッタリング能力試験サンプルを作製するために炭素クラスターイオン照射条件として C3H5を加速電圧

80keV で Si ウェーハ表面にイオン照射し、洗浄後、エピタキシャル成長を実施した。また、ゲッタリング能力

を評価するために強制汚染サンプル作製方法としてスピンコート法による表面塗布汚染により強制金属汚

染処理を実施し拡散熱処理により遷移金属の拡散を行なった。ゲッタリング能力評価にはSIMSを用いて炭

素クラスターイオン照射の飛程領域（エピ層・基板界面近傍）に捕獲された遷移重金属の深さ方向分布を

測定しゲッタリング能力の指標とした。 

3．実験結果 

Fig.1に強制金属汚染サンプルの炭素クラスターイオン照射の飛程領域における遷移金属のSIMSによる

深さ方向分布を示す。各種遷移金属が炭素クラスターイオン照射の飛程領域に捕獲され炭素クラスター

が遷移金属のゲッタリングシンクとして効果的であることを示している結果が得られた。 

 
Fig.1 Depth profile of Ni and Cu contaminated silicon wafers after diffusion heat treatment. 
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